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「次世代デジタルインフラの構築」

に関する国内外の動向

資料3
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半導体・デジタル産業戦略における
本事業の位置づけ

＜本事業＞

⚫ 次世代パワー半導体技術開発（デバイス製造技術、ウェハ技術）

⚫ 次世代グリーンデータセンター技術開発

⚫ IoTセンシングプラットフォームの構築
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半導体・情報通信産業の省エネ化

⚫ ệG AI IoT DX

⚫ 自動車や産業機器、電力、鉄道、家電などさまざまな電気機器に使用されるパワー半
導体 年30 %に上るデータ量増加に伴うデータセンター

(2021 5 )
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我が国半導体産業復活の基本戦略

Step 1 ：IoT 用半導体生産基盤
ἲ

2020

2025

Ḳ 50 Ḳ 75 Ḳ 100

ṕ
 Ṗ

ḲOMDIA

2030

Step 2 ：日米連携強化
ἲ

Step 3 ：グローバル連携
ἲ

⚫ 2030年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高（半導体関連）とし
て、15兆円超（※2020年現在５兆円）を実現し、我が国の半導体の安定的
な供給を確保する。

(2025 5 )
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産業用スペシャリティ半導体（パワー半導体）

⚫ ể パワー
産業用スペシャリティ半導体の製造拠点整備を進める 製造装置・部

素材・原料についても国内製造能力を強化

ï ḲSiC等の化合物半導体を中心に
国内での連携・再編を図り、日本全体としてパワー半導体の競争力を

向上

⚫ 2 車の電動化が進む中で、市場が大きく拡大する SiCパワー半導体等の次世代パワー半導体の省エネ
化・グリーン化に取り組む。 3 2030 GaN
Ga2O3

ステップ１
足下の製造基盤の確保

ステップ２
次世代技術の確立

ステップ３
将来技術の研究開発

✓ ✓ SiCパワー半導体等の性能向
上・低コスト化を実現。

✓ GaN・Ga2O3

ṕ Ṗ

(2023 6 )
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先端ロジック半導体戦略

⚫ ể

⚫ Ễ IoT 分野のデータ処理拡大
DX GX ṕBeyond2nm)

⚫ ễ ệG 高度な処理機能・
省エネ性能を有する次世代の情報通信技術を実現。グリーン・省エネ分野で世界の主導権を握り、市場にゲームチェンジを起こす。

ステップ１
足下の製造基盤の確保

ステップ２
次世代技術の確立

ステップ３
将来技術の研究開発

✓

✓

✓ 2nm

IBM ṕ Ṗ
imec ṕEUV Ṗ

✓ Beyond 2nm
LSTC

SoC, IF

✓ Beyond 2nm
ṕHigh -NA EUV

Ṗ

✓ Beyond 2nm
LSTC

SoC, IF
CFET

✓ 高度な処理機能・省エネ性能を有する
光電融合の実用化に向けた技術開発

✓

ṕ 2D
Ṗ

自動運転 ５G

データセンター

次世代光データセンター

(2023 6 )
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「次世代デジタルインフラの構築」
主な成果・計画変更・今後の展開
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次世代デジタルインフラの構築
⚫ DXや生成AI の普及により急増するデータ量 データセンターの省エネ化革
新的エッジコンピューティング技術 電動車等の省エネ化のために、パワー半導体の高性能化及び
コスト低減

⚫ グリーンデータセンター 革新的な省電力CPUと光電融合技術の開発 データセンターの40% ※1以
上の省エネ化を目標 IoT センシングプラットフォームに構築エッジコンピューティングに必要な電力を
40% 削減 パワー半導体 50% 以上の損失低減と低コスト化を目標

【次世代パワー半導体：518 億円】
省エネ性能に優れるSiCやGaNを使ったパワー半導体の
さらなる高性能化と普及拡大に向けた低コスト化技術開発

【次世代グリーンデータセンター：814.2 億円】
DXや生成AI の普及に伴うデータ量急増に対して、超低電力
CPUと光電融合技術の導入によるグリーンデータセンター開発

【IoT センシングプラットフォームの構築：569 億】
コンピューティング処理の高効率化実現に向けた革新的なエッジ
コンピューティング技術開発

【IoT センシングプラットフォームの構築】
センサ×AI によるデジタル化の促進

グリーン by デジタル

グリーン of デジタル

■「次世代デジタルインフラの構築」PJの成果イメージ

データセンター

国費負担額：1901.2 億円※2 データ
センター

ẑ135% ẑ21836.1 ṕP.13, 15 Ṗ
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本事業における各事業者の取組と狙い

⚫ 次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発

ï 2030 8インチ(200mm) SiCウェハにおける欠陥密度1桁以上の削減及びコ
スト低減

ï

⚫ 次世代パワー半導体デバイス製造技術開発

ï 2030 次世代パワー半導体を使った変換器などの損失を50% 以上低減及び
量産時にSiパワー半導体と同等コスト達成

ï ローム & デンソー

⚫ 次世代グリーンデータセンター技術開発

ï CPU NW
2030 年までにデータセンターを40％※以上省エネ化

ï 富士通 NEC 1FINITY FOC

⚫ IoT センシングプラットフォームの構築

ï エンドポイントにおいてデータ処理を実現する技術の開発
システム全体の消費電力量を40％削減  

ï ソニーセミコンダクタソリューションズ
HW

SIer

ToF

ẑ35% ṕP.13 Ṗ
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主な成果と今後の展開①

○次世代グリーンデータセンター技術開発

【主な成果】

①CPU省電力化に向けた低電圧駆動回路の基本設計を完了。2025 年からはCPUプロトタイプ実証を実施中。

ẑ GAFAMに対する競争力を確保

②100 ℃以上の高温に耐える光電融合デバイスの開発、CPUやSSDと光接続したシステムデモを実施

ẑ Cisco AMD サーバーに要求される高温耐性に優位性

③AI により動的に計算リソースを最適配置するディスアグリ制御ソフトの電力削減効果を示し、一部を公開。製品化も計画中

ẑ VMware やMicrosoft などの現在主流の仮想化マシン（VM）技術にない強み

【今後の展開】

要素技術を統合したシステム実証 コンピューティングの電力削減

早期の顧客対話実施

○次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発・次世代パワー半導体デバイス製造技術開発

【主な成果】

①プロセスインフォマティクスを活用した、8インチSiCウェハの成長条件最適化

② 8インチエピタキシャル成長プロセス技術開発、SiCデバイスの基本性能評価、駆動回路開発

ẑSTMicro Infineon 8 追随している状況

【今後の展開】

8インチウェハの製造技術の絞り込み 8 SiC 製造歩留まり改善、信頼性評価
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主な成果と今後の展開②
○ IoT センシングプラットフォームの構築

【主な成果】

 エンドポイントでの高精度・低消費電力AI データ処理に関する技術開発 エッジ端末内で、GPU処理と同等のAI
処理性能を維持 95% 以上の消費電力削減

 AI 開発・学習環境プラットフォーム AI 新規ユーザーの
負荷低減

 様々なセンサを搭載可能な共通ハードウェア基板と SW開発/ 評
価向けキット等を開発

 開発した技術の社会実装 小売り、物流、都市、工場など様々な産業分野におけるユースケースを具体化ユー
ザー企業と共同したシステム実証

【今後の展開】

 ユーザー企業との議論やユースケースの具体化を強化技術開発にもフィードバック プラットフォームの普及と消
費電力削減



年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

次世代パワー半導体
デバイス製造技術開発

次世代パワー半導体
に用いるウェハ技術開発

次世代グリーン
データセンター技術開発

IoTセンシング
プラットフォームの構築

12

事業進捗

2022年度中止
（省電力アクセラレータ）

2024年度中止
（不揮発メモリ）

8インチ次世代SiC MOSFETの開発

次世代パワー半導体デバイス製造技術開発（電動車向け）

次世代高耐圧電力変換器向けSiCモジュールの開発

次世代高電力密度産業用電源（サーバ・テレコム・FA 等）向けGaNパワーデバイスの開発

超高品質・8インチ・低コストSiCウェハ開発

高品質8インチSiC単結晶・ウェハの製造技術開発

次世代グリーンパワー半導体に用いるSiCウェハ技術開発

光エレクトロニクス技術の開発（光電融合デバイス、光スマートNIC）

光適合したチップ等の高性能化（省電力CPU、省電力アクセラレータ、広帯域SSD）

ディスアグリゲーション技術の開発

光適合したチップ等の高性能化（不揮発メモリ）

エッジ信号処理開発

SDK及びプラットフォーム開発

ハードウェア基板開発

アプリケーション開発

最終目標前倒し達成
見込み

絞り込み型ステージゲート

ステージゲート
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次世代グリーンデータセンター事業の目標値修正

ẑ 20%

NEC

CPUẑ 26.9 0.9 2.69 2.15 2.69 2.15

ẑ 6.7 0.9 0.67 0.54 6.7 5.36

DRAMẑ 9.9 0.6 3.96 3.17 9.9 7.92

ẑ 4.4 0.9 0.44 0.35 0.44 0.35

SSDẑ 1.2 0 1.2 0.96 1.2 0.96

14.9 0.25 11.2 11.2 11.2 11.2

ṕIT Ṗ 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9

- - - 45.7% - 36.1%

ϯϼЈжй˔ЌˢNECˣ
ᵦ σẍ σṪ χ
ʺẵ ᶎ Υ₉ ρ
ΰ ♁ˢ2022 ˣ

ṉ ЮЯзˢЉϷрˣ
σ ΦḊΠ Ϭ ϣϦγʺ

DRAMχ ᾝψ₉ם πΚϥρ
ΰ ♁ˢ2024 ˣ

⚫ NEC（2022 年度）と日本ゼオン（2024 年度）の事業中止 想定される電力削減割合は36.1%
全体目標の40% に届かない

⚫ 個別要素の電力削減目標 事業前半で検討してきた技術を実証する
フェーズに移行 事業継続中の事業者には当初からの目標達成に向けた取組を継続

⚫ 全体の目標値 本事業のみで達成しうる35% に修正

⚫ データセンターの省エネ化 ポスト５G基金やNEDO交付金事業にお
ける関連研究開発 事業者と密にコミュニケーションを取りながら事業を進めていく
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次世代パワー半導体デバイス製造技術開発ローム最終目標前倒し達成見込み

⚫ 市場動向 社会実装を早期にすべきと判断
プロジェクト目標の前倒し達成 ２年前倒しで達成

⚫ 早期達成・終了に伴う前倒しインセンティブに関する記述

8 SiC

 

8 SiC

2021 2025

8 SiC
MOSFET

8 SiC

:

2022 2023 2024 2027

 ἲ  ἲ

ἲ ἲ

ἲ ἲ

KPI:

KPI:

2028

前倒し計画
2026 ~

ṕ Ṗ

KPI:

2026

ἲ ἲ

PoC

KPI:

6 達成済

18 達成済

ἲ

ἲ  

8

2025 年度終了

10 達成済
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「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトの予算額の変更について

現状 変更案

【研究開発項目１】
予算額：３３２億円

【研究開発項目１】
予算額：３００億円

【研究開発項目３】
予算額：８９２億円

内訳（変更部分）：
NEC（省電力アクセラレータ開発）：９０億円
日本ゼオン（不揮発メモリ開発）：６５億円

【研究開発項目３】
予算額：７８１．１億円 β

内訳（変更部分）：
NEC（省電力アクセラレータ開発）：１２．２億円β

日本ゼオン（不揮発メモリ開発）：３１．９億円

※ NEC中止分（2022年度）が反映できていなかったため今回反映するもの

⚫ ểỊễỈḰể

⚫ ể
- SiC ṕ Ṗ
-

⚫ ễ
- NECṕ Ṗ ṕ2022 Ṗ
- ṕ Ṗ ṕ2024 Ṗ
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次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発
次世代パワー半導体デバイス製造技術開発

詳細内容
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パワー半導体について

⚫ 自動車・産業機器、電力・鉄道、家電など、生活に関わる様々な電気機器の制御に使用
こうした電気機器の省電力化は極めて重要

⚫ Si より省エネ性能の優れた次世代パワー半導体（SiC
等）が注目

ṕ Ṗ

0

20

40

60

80

100

Si IGBT SiC MOSFET

55Ṿ
ṕ Ṗ

＜Si/ SiCパワー半導体のエネルギー損失＞

ẑ
ẑ ṕ Ṗ Si 100

ḲNEDO
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次世代グリーンパワー半導体

⚫ パワー半導体の世界市場規模は拡大 2021 年（プロジェクト開始）時点で約3兆円 2030 年に
は5兆円 2050 年には10兆円市場

⚫ 電気機器の多くは従来のSi（シリコン）が使用 次世代パワー半導体（SiC（シリコンカーバイド）、
GaN（窒化ガリウム）、Ga2O3（酸化ガリウム）等） はSiよりも省エネ性能に優れており

⚫ 次世代パワー半導体の高性能化を通じて次世代パワー半導体の競争力を強化 Siパワー半導
体同等のコスト達成による普及拡大

⚫ 大口径化
超高品質化によるシェア獲得

ṕ Ṗ ṕxEV/ Ṗ ṕ Ṗ

高効率・小型電源向け
GaNonSi パワー半導体

電動車向けSiCパワー半導体

産業機器向けSiCパワー半導体

再エネ等電力向けSiCパワー
半導体

SiC

昇華法による高品質低コスト８インチウェハ開発

溶液法による超高品質低コスト８インチウェハ開発
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SiCパワー半導体の市場動向

⚫ SiCパワー半導体のターゲットアプリケーションとして、“車載”、“産業機械等”、“再エネなど電力”
向けのデバイス開発を進めている

⚫

⚫ EV EV 自動車の電動化の遅れによる影響
中長期的には、パワー半導体の世界市場は、特にSiC・GaNなど化合物半導体を含め、

大きく拡大

⚫ ḯ電鉄車両やエネルギー、産業分野の高耐圧アプリケーションでも、今後採用増加が期待される。

⚫ STMicro Infineon
性能改善とコスト低減

Ḳ
Ḳ
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GaNパワー半導体の市場動向

⚫ 本プロジェクトでは、GaNパワー半導体のターゲットアプリケーションとして、“サーバーなどの電源”向けのデバイス開
発を進めている

⚫ AC 5G

⚫ ḯ2022 年以降は車載分野での採用進展が期待 車載用途では低電圧（100V 以下）と高電圧
（650V 以上）の両方が採用

⚫ SiC 中小規模のプレイヤーが市場を寡占 大手パワー半導体メーカー
はGaNパワー半導体メーカーを買収 市場に参入

⚫ 日本勢は市場にほぼ入れていない 今後急拡大するため参入のチャンス

ḲOmdia ḲYole ¬Power GaN 2022º 
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国内外の動向

⚫ コストダウンのために8
インチの量産準備を開始

⚫ SiCパワーデバイスの供給能力増加に向け
て積極的な投資を行っている

⚫ SiC市場の急拡大に伴い、ウェハメーカーの買収

ẌSTMicroṕ Ṗ

5 106 ṕ Ṗ
Norstel AB

SiC
  8 SiC ṕ2025 Ṗ

ẌInfineon ṕ Ṗ
SiC GaN

 ṕ2024 Ṗ
290

SiC

ẌOn semiconductor ṕ Ṗ

 
GT Advanced Technologies

SiC 8 ṕ2025 Ṗ

ẌWolfspeed ṕ Ṗ

8
2025  

ḲNEDO
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次世代グリーンパワー半導体の研究開発目標

⚫ 50% 以上の損失低減 Si並のコスト実現（量産時）を2030 年までの目標
として設定ṕ50% 5～10% 程度の電費改善に相当 Ṗ

⚫ 欠陥低減といった材料に近い技術制御技術等の実証に近い技術など、複数の要素技術開発を並行し
て進める 一般的な技術開発トレンドからの前倒し

◎2030 年までの開発目標

Si

SiC

SiC

50%

2030

◎性能改善のイメージ

2020
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⚫ 8インチSiCウェハの欠陥密度低減と低コスト化を目指し、溶液法、昇華法という二種類のウェハ製造技術を各社で
開発中。 2025

⚫ 溶液法Ḳ 8インチのSiC単結晶の
成長に成功

⚫ 昇華法Ḳプロセスインフォマティクスの活用により、8インチウェハの結晶欠陥を低減

SiCウェハ開発進捗
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⚫ 次世代SiCパワー半導体を使ったインバータの損失を50% 以上低減 量産時にSiパワー半導体を使ったインバー
タと同等のコスト

⚫ 8 SiC
モジュール評価でのデバイス性能実証を実施

当初の計画に対して、2年間前倒しで目標達成見込み

SiCパワー半導体デバイス開発進捗（ローム）

2022

8  

 (
W

)

約50 %削減

ṧ

Si IGBT Ị  

2022

ṧ

ṧ

約10 %削減

ẑ Ṅ
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SiCパワー半導体デバイス開発進捗（デンソー）

⚫ 次世代SiCパワー半導体を使ったインバータの損失を50% 以上低減 量産時にSiパワー半導体を
使ったインバータと同等のコスト

⚫ 電動車用を志向 SiC SiC
8

予定どおり、技術確立フェーズを完了見込み

⚫ 最高レベルの損失性能と低コスト化の実現

‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27

1
8 SiC

8 SiC
2

3

現在

先行検証@6インチ 8インチ詳細設計完

新規加工工程検証 8インチ工程完成

先行検証(6インチ) ゲート駆動技術完

実績 成立性検証完

実績 設備導入完

実績 回路評価完

工程能力

工程能力

工程能力

Ẑ Ẑ8

Ẍ Ẍ

航続距離を延ばす⇒＜技術＞損失性能進化が重要

低コストで普及を加速⇒＜製造＞ウェハの大口径化

20 25 30

欧米競合

15

デンソー

▼事業化

欧米競合 8インチウェハ ﾘﾘｰｽ
6インチ

デンソー 8インチ

20 25 3015

基本性能確保、先
行システム評価完

工程フロー構築、均
一性確保完

8インチSiC素子駆
動回路技術完
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次世代グリーンデータセンター技術開発
詳細内容



27

急増する計算量への対応

⚫ AI AI

大規模な計算資源の確保が急務

⚫

⚫ 低消費電力なデータセンターの重要性はますます増加

ṕ ṖPreferred Networks

AI 開発に必要な計算量の推移

Ḳ  ṕ 56 Ṗ ể

データセンターによる電力需要の増加

9067 kWh

2022

( )

² As isḲ
² ModestḲ ṕ2030

2050 Ṗ
² Optimistic Ḳ

ṕJST Ṗ

(2024 5 , 12 )
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⚫ 現実世界を反映したデジタルツインコンピューティング、多様なAI同士の議論による複雑な問題解決サ
ポートなど、大量のリアルタイムデータのAI処理を迅速かつ省電力で行えるコンピューティング環境が必
要。

⚫ こうした計算基盤の実現には、データセンター内にも光配線を導入して通信電力を減らすと共に、計算需
要に応じてリソースを柔軟に配分する技術が必要。

⚫ データセンター間の光接続による超大規模化に加え、都市部で取得したデータを再エネ資源が豊富な郊外
型データセンターで処理、電力に余裕があるデータセンターに処理を振り分けるといった形で、さらなる
電力効率の向上が期待できる。

光電融合による大規模計算資源の実現

自動車・周辺環境の
リアルタイムシミュレーション

デジタルツインコンピューティング 大規模計算資源
DC
DC

出所：NTT R&D Webサイト www.rd.ntt/iown/0006.html 

多様なAI 同士の議論

出所：NTT R&D FORUM 2023 AIコンステレーション資料 DC

DC

DC

DC

(2025 5 )
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次世代グリーンデータセンター技術開発研究開発項目

⚫ サーバ内等の電気配線を光配線化する革新的な光電融合技術 データセンター
の40 % ※以上の大幅な省エネ化を目指す

ể Ḳ NIC

Ễ Ḳ CPU SSD

ễ 

光電融合デバイス

ẑ35% ṕP.13 Ṗ
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⚫ CPU、メモリなど要素デバイスの高性能化・省エネ化チップ間光配線化を実現する光電融合技
術 CPUやメモリなどの計算負荷を最適配置するディスアグリゲーション技術 システム全体
で省電力40% ※削減

⚫ CPU 1/10 最先端半導体TEG(2nm) による搭載カスタムマクロの設計を行うことで、低電圧回
路動作に目処。 TEG 2025 CPU

⚫ PCIe5.0 光モジュールで動作環境温度100℃を達成
PCIe6.0

⚫ 効率的なリソース、配置の組み合わせをAI/ML で探索・自律適用する方式等を取り入
れ、自律的に制御するソフトウェア開発を実施し、製品化も計画中2026

20%

⚫ CPU SSD

次世代グリーンデータセンター技術開発進捗

ẑ35% ṕP.13 Ṗ
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⚫ CPU ARMベースのCPU

⚫ 富士通独自マイクロアーキテクチャー及び低電圧動作回路技術 競合他社比2倍の性能

⚫ 現行富士通CPUṕ A64FXṖに対し10倍の電力効率向上を目標 予定
どおり研究開発を実施中ṕ TEGṕ2nmṖ

CPU Ṗ

省電力CPU開発進捗（富士通）

subject to change

PCIe/
Interconnect

Si Interposer

IO Die

SRAM Die (LLC)

Core Die

SRAM Die (LLC)

Core Die

SRAM Die (LLC)

Core Die

SRAM Die (LLC)

Core Die

DDR5

PCIe/
Interconnect

DDR5

Top View

SRAMDie

Core Die

Si Interposer

SRAM Die

Core Die

Package

Side view

⚫ Armv9-AArchitecture
- SVE2  for AI and HPC
- Confidential Computing for security

⚫ 144 cores x 2 sockets

⚫ Ultra low voltage for energy-efficiency

⚫ 3D chiplet
- Core die 2nm
- SRAM die/IO die 5nm 

⚫ DDR5 12 channels
PCI Express 6.0 (CXL3.0)   

⚫ Air cooling

FUJITSU-MONAKA Specification

Ḳ  
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/supercomputer/topics/sc23/

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32

FS   

10

ṕ Ṗ

SG
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CPUの競合比較とGPUに対する優位性（富士通）

⚫ 富士通の省電力CPU（FUJITSU -MONAKA ） 汎用的に幅広いアプリケーション 優位性
11アプリの検証結果平均で1.8 倍の性能優位性

⚫ LLM推論 富士通の省電力CPUは小規模なバッチ処理をおこなうリアルタイム性
GPUを上回るコストパフォーマンス

AI

etc.

LLM CPU

Åcpu2017_int_rate
Åpostgresql -hammerdb
Åmemcached
Årepasthpc
ÅGUDHI -tuto3

Åfds+evac
Ågromacs
Ågenesis
ÅStar

AI
Ådeeptensor
Åscikit - learn

ẑCompetitor #A1 11
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⚫ 生成AI の進展 低遅延でCPUと接続可能なCXLメモリーの市場が急激に拡大 CXLにも対応
可能なPCIeで動作する超小型光トランシーバṕIOCore ®Ṗ

⚫ CPUとSSD間の光接続 40m の遠隔配置 PCIe5.0 光接続4ch
リンクに成功OFC※ 共同でシステムデモを展示

⚫ 計画どおりに技術開発が進捗 PCIe5.0 光モジュールの社会実装 PCIe6.0 光モ
ジュールの技術開発

光電融合技術開発進捗（アイオーコア）

SSD
ṕỆ Ṗ IOCore ®

SSD応用 開発線表

ẑ 
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（参考）諸外国における光電融合デバイスの開発動向

⚫ Cisco AMD

⚫ 105ṹ
LSI

ṕ Ṗ ṕ Ṗ
Intel Luxtera ,

Cisco
AyarLabs , Intel NVIDIA

イメージ

光源 内蔵型 外部型
ṧ

伝送速度
（＠目標年度）

128GbpsṬ
32Gbps/chx4ch
ṕPCIe5.0Ṗ

256GbpsṬ
64Gbps/chx4ch Ẃ
2025 
ṕPCIe6.0Ṗ

400Gbps 800Gbps
@2025

1 Tbps
=16 Gbps x 8ͪ x 8
@2022

0.8 Tbps
@ 2025

動作環境温度 室温～105 ℃ 室温～105℃ Ṍ70ṹ 0Ṍ70ṹ

長期信頼性 Ṇ Ṇ ú ú

コスト

参考(URL)
https://www.aiocore.com/ https://green -

innovation.nedo.go.jp/pdf/building -
next -generation -digital -
infrastructure/item -003/vision -aiocore -
002.pdf

https://www.intel.co.jp/conte
nt/www/jp/ja/architecture -
and - technology/silicon -
photonics/optical - transceiver -
400g -fr4 -qsfp -dd-product -
brief.html

https://www.cisco.com/c/en/us/pr
oducts/collateral/interfaces -
modules/transceiver -
modules/osfp -800g -transceiver -
modules -ds.html

https://ayarlabs.com/teraphy -a-
chiplet - technology - for - low -power -
high -bandwidth - in-package -optical -
i-o/

https://nvidianews.nvidia.com/n
ews/nvidia -spectrum -x-co-
packaged -optics -networking -
switches -ai- factories
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⚫ サーバーシステム全体のうち20% の省電力化 ディスアグリゲーション技術

⚫ ṕVMṖ AI
不要なリソースの電源を落とすことによる省電力化

⚫ オープン戦略に基づく取組 制御ソフトウエア、AP実行制御プログラムや技術リファレンスを公開本年度からの
製品化計画中

ディスアグリゲーション技術開発進捗（NEC）

AI によるワークロード分析と
計算リソース削減

ディスアグリゲーティッドコンピューティング

FireDucks

ver2.0.2 2025/4/7
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社会実装に向けた取組

⚫ 2022 4 次世代グリーンデータセンター協議会を設立 社会実装に必要なデータセン
ター事業者と情報共有

⚫ 「社会実装推進部会」を設置ユーザー、プレーヤーの動向やグローバルなニーズの調査 「システムアー
キテクチャ検討部会」及び「光電コパッケージ技術検討部会」 実装技術・標
準化・市場・技術動向の議論・方針管理

⚫ 2025 10 Intel Coherent

⚫ ディスアグリゲーション技術に基づく装置基盤要件とインターフェイスを定義したガイドライン
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事業者同士が連携したシステム実証の検討

⚫ 2030 データセンターを支える５つの技術 世界初のシステム実証

理論上でのみ語られてきた光電融合技術の実用可能性

低消費電力でデータの高速伝送 システム全体の高効率化により膨大な計算処理需要へ対応

ẑ

⚫ 産総研臨海副都心センターをシステム実証を行う候補地

産総研臨海副都心センター
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大阪・関西万博への出展

⚫ 「次世代グリーンデータセンター技術の発信」 未来社会の一端を体験す
ることができる展示を、大阪・関西万博で出展

⚫ グリーンデータセンターが実現された未来社会のイメージを２エリアで展示

 Ḳ

 Ḳ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ
NEDO HP

⚫NEDO 

⚫ ḲFLE (Future Life Experience)

⚫ Ḳ2025 5 13 Ṍ 5 26

⚫ Ḳ14,117

ṕ1 1,000 Ṗ

⚫ Ḳ ṕ5 21 Ṗ

➢

NEDO ẑ

ẑ
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IoT センシングプラットフォームの構築
詳細内容
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⚫ IoT スマートフォン、車、カメラ等の端末の多量のデータクラウドで一括処理するクラウドコン
ピューティングがメイン ネットワークとクラウドの負荷が深刻化 端末側でデータを処理・削
減 ネットワークとクラウドを省エネ化する、エッジコンピューティング

⚫ ハードウェア、ソフトウェア、システムベンダー、ユーザー等の多様な企業が参画したIoT センシング
プラットフォームを構築 エッジコンピューティングにより、IoT センシングデータの処理に必要な電力を
40% 削減

エッジコンピューティングクラウドコンピューティング 生産設備におけるIoT センシングデータ処理を
エッジコンピューティングにより省エネ化

Ḳ

目標:電力
40% 削減

エッジ側でデータ処理⇒データ量削減

IoTセンシングプラットフォームの構築
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HW

SIer

ToF

HW

Raw

1 Ễ

IoTセンシングプラットフォームの構築 研究開発項目

ể Ḳ

Ễ SDK Ḳ

ễ Ḳ

Ệ Ḳ ể ễ
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各研究開発項目とエネルギー削減の考え方

ể Ḳ

AI データ転送量を大幅に圧縮することにより電力削減

Ễ SDK Ḳ

ể 誰もが容易に活用できるような環境を提供

AI 使用者が運用開始までに必要とする学習量・電力を削減

ễ Ḳ

多様なユースケースに対応できるハードウエア基板の提供

Ệ Ḳ ể ễ

具体的なユースケースでユーザー課題の解決と低消費電力化を実証

電力削減

電力削減普及

普及

普及

グリーン by デジタル

グリーン of デジタル
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研究開発項目１：エッジ信号処理開発

⚫ エンドポイントにおけるデータ処理によるデータ
通信量削減

⚫ 低消費電力かつ高精度
な信号処理技術

⚫ GPU 同等のAI 処理性能を維持 95% 以上の消費電力削減

従来方式：画像データを圧縮したのち通信し、クラウドでGPU処理

新技術：画像RAWデータままエンドポイント処理後、通信
⇒ 高精度かつ低消費電力処理
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研究開発項目２：社会実装加速に向けたSDK及びプラットフォーム開発

⚫ ể 誰もが容易に活用できるような
環境を整えることが重要

⚫ 研究開発項目１の信号処理を使いこなすアプリケーション・ソフトウェア開発を容易に行うための
SDK開発や、社会実装の加速等をするためのAI開発・学習環境プラットフォームの開発

⚫ 現場での少ない学習量でも高精度で画像認識が可能であ
ることを実証AI 新規ユーザーの負荷を低減

ẑSDKḲSoftware  Development Kit ṕ Ṗ

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10 50 100 200 500 1000 5000 10000

People Detection in Retail

UL Hub

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10 50 100 200 500 1000 5000 10000

Container Detection

UL Hub

(mAP50)

ᶘ

(mAP50)

ᶘ

AIᶘ τ βϥг˔Ѓ˔ЀІЕρ Υ ᾚ

AIᶘ τ βϥг˔Ѓ˔ЀІЕρ Υ ᾚ

τ σΜᶘ Ⱳτ Ӫ

他社技術

他社技術
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研究開発項目３：ハードウェア基板開発

⚫ ể Ễ 多種
多様なセンターからの信号処理を統合的に行うこと

⚫ ユースケース毎に必要となるセンサデバイス及びデータが異なる
様々なセンサを搭載可能なハードウェア基板開発（回路設計、搭載部品開発、実装技術開発）

⚫ 本事業で開発したハードウエア基板と複数の他社IoT センサ（画像センサに限らない）との接
続確認 複数種センサを組み合わせたデバイス開発

■研究開発内容

①で開発したエッジ処理技術を
容易に使いこなすための開発環境
（例）ソフトウェア開発キット 等

ToF
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研究開発項目４：アプリケーション実証

⚫ 研究開発項目１から３で開発した技術の社会実装に向けた、アプリケーションの開発

⚫ 様々な産業分野の複数顧客に対しニーズを調査
顧客獲得にも着手

⚫ 物流業界のトラック車番認識や運用管理 ユーザー企業とともに実証
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前回指摘事項への対応
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＜参考＞前回指摘事項（プロジェクト全体 1/2）

指摘事項 指摘事項に対応する本資料のページ

 
NEDO 

p.5, 6
 

2 3
3 IoT

2 1

 
p.36
 ṕGDCṖ

 

p.36, 38
 GDC

 NEDO
ṕCEATEC Ṗ
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＜参考＞前回指摘事項（プロジェクト全体 2/2）

指摘事項 指摘事項に対応する本資料のページ

NEDO

 NEDO

p.14
 

p.12
 

 
ṕ Ṗ

 LSTC

 

 GI NEDO
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＜参考＞前回指摘事項（次世代パワー半導体）

指摘事項 指摘事項に対応する本資料のページ

SiC 
 OEM 

 EV 

OEM 

p.5
 

p.18 -21
 SiC

 SiC  
 

GaN 
p.20
 GaN
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＜参考＞前回指摘事項（次世代グリーンデータセンター）

指摘事項 指摘事項に対応する本資料のページ

ṕGAFAM Ṗ p.36
 GDC PCIe

 

p.36
 GDC PCIe

GDC Ễ

p.35
 GDC NEC

͡
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参考資料
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← 今回報告

← 今回報告



54

（今回報告なし）
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中止

中止

← 今回報告
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グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築

IoTセンシングプラットフォームの構築

事業期間

   Ḳ 926

 *Ḳ 569 ( 110 360 95 4 Ṗ

*

 Ḳṕ 10%Ṗ

9/10 ẓ2/3 ẓ1/3

2/3 ẓ1/2 ẓ1/3

2/3 ẓ1/2 ẓ1/3

2/3 ẓ1/3

事業規模など

事業イメージ

実施体制

事業の目的・概要

2023 Ṍ2030 ṕ8 Ṗ

2030 40Ṿ  

 

 ṕSDKṖ

 

  

①エッジ信号処理技術の開発、②SDKおよびプラットフォームの開発

③ハードウエア基板の開発 ④アプリケーション実証 

Å DX DX

Å

Å ( DX )

← 今回報告
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